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【はじめに】ドライエッチングプロセスで作製された Siナノワイヤは曲面を含む様々な結晶面方

位で構成されるため，結晶面方位に強く依存する SiO2絶縁膜界面との界面準位密度がバルク構造

とは異なる値になると予想される。ナノワイヤ太陽電池の発電効率向上のためには，生成したキ

ャリアの再結合中心となり得る界面準位を抑制することが重要である。本研究では高さと幅の異

なる Si ナノワイヤに対してチャージポンピング法[1]を用いることにより，ナノワイヤ立体 Si 構

造における絶縁膜界面準位の位置推定を行うことを目的とする。 

【実験方法】Siナノワイヤデバイスの模式図を Fig. 1に示す。SOI基板上にストライプ状の構造

をドライエッチングにより作製した。通常MOSFETに用いられるチャージポンピング法とは異な

り，SOI 基板を用いているため基板からチャージポンピング電流を得ることができない。そこで

本実験では，ソース・ドレイン部分をそれぞれ n+形領域，p+形領域として Siナノワイヤ／絶縁膜

界面における界面準位密度を測定した[2]。またナノワイヤ断面が上面（100）面，側面（110）面，

および曲面からなると仮定し，実験結果からそれぞれの界面準位密度を分離した。 

【実験結果】Fig. 2に絶縁膜界面準位密度のナノワイヤの幅（Wnw）依存性を測定した結果を示す。

側面(110)面の界面準位密度はフィッティングにより求め，この値は過去の報告とよく一致してい

る[3]。またこれらの結果から各面での界面準位密度を計算したものが Fig. 3である。結果は曲率

を有する界面では界面準位密度が高いことを示唆している。 
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Fig. 1. (a) Schematic image of the device structure 

and experimental setup. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Dit calculation results for each surface. 

 

 

 

Fig. 2. Measured density of interface states (Dit) for 

different nanowire width (Wnw).  
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